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Yarē Ķletken G¿ Anahtarlarē 

G¿ elektroniĵinin temel taslarē ve aĵēr 

isileri olan Yarēiletken G¿ Anahtarlarē, 

ºzel bazē elemanlar ile temel elektronikte 

kullanēlan klasik elemanlardan 

bazēlarēnēn daha y¿ksek akēm ve 

gerilimlerde alēĸabilir hale getirilmesi 

veya ihtiyaca gºre yeni bazē tasarēmlarēn 

yapēlmasēyla ortaya ēkmēĸlardēr. 

 

Yarēiletken g¿ anahtarlarēnēn temel 

malzemesi diĵer yarēiletken 

malzemelerde de olduĵu gibi yine 

Silisyumôdur. 

Bu bºl¿mde yarēiletken g¿ 

anahtarlarēnēn; 

1) Temel yapēlarē ve alēĸmasē, 

2) Temel test devreleri, 

3) Temel karakteristik eĵrileri, 

4) Temel uyarma yºntemleri, 

5) ¢alēĸma dalga ĸekilleri, 

6) Seri ve paralel baĵlanmalarē 

7) Koruma yºntemleri, 

8) G¿leri ve kēlēf yapēlarē, 

10) Temel kullanēm alanlarē, 

 

vb. konular ayrēntēsēyla incelenecek 

ve bu elemanlara h¿kmedilmesi 

ºĵretilecektir. 

Özer ŞENYURT ¥zer ķENYURT    www.ozersenyurt.net ï www.orbeetech.com    / 3 

   G¿ Elektroniĵi ï 1 



Yarēiletken G¿ Anahtarlarēnēn T¿rleri; 

Yarēiletken g¿ anahtarlarē 3 temel grup 

altēnda toplanmaktadēr. Bunlar: 

1- G¿ Diyotlarē: 
a) Genel amalē diyotlar, 

b) Hēzlē toparlanan diyotlar, 

c) Schottky diyotlar. 

 

2- G¿ Tristºrleri: 
a) Genel amalē tristºrler (SCR), 

b) ¢ift yºnl¿ tristºrler (TRIAC), 

c) Kapēsēndan tēkanabilen tristºrler (GTO). 

3- G¿ Transistºrleri: 
a) ¢ift polariteli transistºrler (BJT), 

b) MOS transistºrler (MOSFET), 

c) Yalētēlmēs kapēlē transist. (IGBT). 

Yarēiletken g¿ anahtarlarē piyasaya 3 

farklē kēlēf ĸeklinde sunulmuĸlardēr. 

Bunlar: 

a) Tek elemanlar. 

b) G¿ mod¿lleri. 

c) Akēllē mod¿ller. 

 

Kurulacak devreye ve alēĸēlacak olan 

g¿ce gºre uygun kēlēflē malzeme seilir. 
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G¦¢ DĶYOTLARI: 

G¿ diyotlarē, kontrols¿z g¿ anahtarlarēdēr. Bu diyotlar; 

1) Genel amalē (ĸebeke) diyotlar, 

2) Hēzlē toparlanan (hēzlē) diyotlar, 

3) Schottky (ok hēzlē) diyotlar, 

 

olmak ¿zere 3 ayrē t¿rde bulunmaktadēr, bu t¿rlerin kendilerine ait ºzellikleri ve buna 

baĵlē olarak da kullanēm alanlarē bulunmaktadēr. 

1) Genel Amalē Diyotlar; 

ķekilde yapēsē gºr¿len genel amalē 

g¿ diyotlarēnēn genel yapēsē ve 

alēĸmasē temel elektronikte kullanēlan 

diyotlarla aynēdēr. Bu diyotlarda da 

normal diyotlarda olduĵu gibi, anot 

terminali, katoda gºre 0,7V daha 

pozitif olduĵunda iletime geer. 
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Bilindiĵi gibi diyotun yalētēma geebilmesi iinse anot-katot arasēndaki potansiyel 

farkēnēn 0,7V altēna inmesi veya negatife d¿ĸmesi yeterlidir. 

 

Diyot iletimde olduĵunda tam iletim, yalētēmda olduĵunda ise tam yalētēm durumunda 

bulunur, geiĸ anē dēĸēnda herhangi ara durumu yoktur. 

 

Genel amalē diyotlarēn en ºnemli ºzelliĵi d¿ĸ¿k frekanslarda alēĸmak iin imal 

edilmiĸ olmalarēdēr (ideal frekans 50-60Hz, maks. frekans: 1kHz). 

 

Genel amalē diyotlar d¿ĸ¿k frekansta alēĸmalarē nedeniyle ok y¿ksek akēm-

gerilimlerde kullanēlabilirler (5kV-5kA gibi). 

 

Genel amalē diyotlarēn en ºnemli ºzelliklerinden birisi de, geiĸ zamanēnēn uzun 

olmasēna raĵmen, iletim i direncinin ok d¿ĸ¿k olmasē nedeniyle iletim kayēplarēnēn 

ok d¿ĸ¿k olmasēdēr. 

 

Bu ºzellikleri ile genel amalē diyotlar ĸebeke geriliminde kontrols¿z anahtar olarak 

alēĸabilen ok kullanēĸlē yarēiletken elemanlardēr. 
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Diyotun Temel Test Devresi ve Karakteristik Eĵrisi; 

ķekilde diyotun temel karakteristik eĵrisinin 

ēkarēldēĵē temel test devresi gºr¿lmektedir. 

 

Baĵlantē ĸekli ile diyotun doĵru yºn 

alēĸmasē, devredeki ñVsò bataryasē ters 

evrilerek de ters yºn alēĸmasē test 

edilebilmektedir 

Aĸaĵēdaki ĸekilde genel amalē 

diyotun temel karakteristik 

eĵrilerinden olan akēm-gerilim (Ia-Vak) 

eĵrisi gºr¿lmektedir. 
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Karakteristik eĵriden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi doĵru yºnde 0,7Vôdan sonra iletime geen diyot, 

Imax. akēmēna kadar g¿venle alēĸabilmektedir. Bu akēm asēldēĵēnda ise diyot yanar. 

Diyot ¿zerinden akacak akēm deĵerini RL y¿k direnci belirlemektedir. 

 

Ters yºnde ise Vmax. Gerilim deĵerine kadar diyot g¿venle yalētēmda kalacak (blokaj 

yapacak), bu deĵer asēlērsa ise diyot yanacaktēr. Diyot ¿zerine gelecek olan ters 

gerilim deĵeri, tamamen VS kaynak gerilim deĵerine baĵlēdēr. 

 

Bu durumda, genel amalē diyotun; doĵru yºnl¿ (A+, K-) gerilimde kendiliĵinden tam 

iletime geen, doĵru yºnl¿ gerilimi asla bloke edemeyen, ters yºnl¿ (A-, K+) 

gerilimde ise yine kendiliĵinden tam yalētēma geen (ters yºnl¿ gerilimi s¿rekli olarak 

bloke eden) bir yarēiletken g¿ anahtarē olduĵu gºr¿lmektedir. 

 

Diyot bu ºzellikleriyle ACôde tek yºnl¿ iletim saĵladēĵē iin doĵrultucu olarak, DCôde 

ise anahtarlama elemanē olarak alēĸtērēlabilmektedir 
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Diyotun ¢alēĸma Dalga ķekilleri; 

Yarēiletken g¿ anahtarlarēnēn alēĸma 

durumlarēnēn gºr¿lmesi iin aktif alēĸma 

sērasēndaki akēm-gerilim dalga ĸekilleri 

incelenmelidir. 

ķekilde diyot devresinin AC kaynakta 

alēĸmasē sērasēndaki dalga ĸekilleri 

gºr¿lmektedir 
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ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi;  

0-180Ü aralēĵēnda diyot iletimde (on) olup, 

ēkēĸ gerilimi giriĸ gerilimi ile aynēdēr. Bu 

sērada diyot ¿zerindeki gerilim sēfēr 

olacaktēr (iletim gerilim d¿ĸ¿m¿ ihmal 

ediliyor), diyot ¿zerinden geen akēm ise 

y¿ke baĵlē olup, kaynak veya y¿k akēmē 

ile aynēdēr. 

 

180Ü-360Ü aralēĵēnda ise diyot ters 

polarmada olduĵu iin yalētēmdadēr (off). 

Bu durumda ēkēĸ gerilimi sēfēr, diyot 

¿zerindeki gerilim d¿ĸ¿m¿ ise kaynak 

gerilimi ile aynēdēr (diyotun bloke ettiĵi 

gerilim). Bu durumda diyot ¿zerinden 

geen akēm, dolayēsēyla da devre akēmē 

ise sēfērdēr. 

Diyotlarēn Seri Baĵlanmasē; 

¥zellikle y¿ksek gerilim altēnda 

alēĸtērēlacak olan diyotlarda diyotun 

¿zerine gelen ok y¿ksek ters 

gerilimleri bloke etmesi gerekir. 

 

Bu durumda ¿retici tarafēnda belirtilen 

diyotun alēĸma gerilimi, uygulamada 

¿zerine gelecek olan ters gerilimden 

en az %30 daha fazla olmasē 

gerekmektedir ki saĵlēklē bir alēĸma 

saĵlanabilsin. 

 

Uygulama sērasēnda mevcut diyotlarēn 

bu ĸartē saĵlayamamasē durumunda 

diyotlarēn seri baĵlama yoluna gidilir. 

Bu sayede istenilen alēĸma 

gerilimine ulaĸēlabilir. 
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Aĸaĵēdaki ķekilde diyotlarēn seri 

baĵlanarak alēĸma geriliminin 

arttērēlmasē gºr¿lmektedir. Gerilim; 

VD= VD1 + VD2 + VD3 olur. 

ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi y¿ksek gerilimde 

alēĸma gerektiĵinde diyotlar seri baĵlanarak 

bu gerilim deĵeri elde edilebilmektedir. Burada; 

VD Ó (Vmax.+ %30)  
olacak ĸekilde seri baĵlanacak olan diyot 

sayēsē belirlenebilmektedir. 

 

Fakat, diyotlarēn seri baĵlanmasē ok istenen 

bir uygulama deĵildir. ¢¿nk¿ seri baĵlama 

sayesinde dayanma gerilimi artar fakat buna 

baĵlē olarak anahtarēn iletim i direnci de 

y¿kselir. Bu da kayēplarēn artmasē anlamēna 

gelir. 

 

Ayrēca diyotlar ters gerilimi eĸit 

paylaĸamayacaĵē iin paralel direnler 

kullanēlmasē gerekir. 

Diyotlarēn Seri Baĵlanmasē; 
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Diyotlarēn Paralel Baĵlanmasē; 

¥zellikle y¿ksek akēm altēnda 

alēĸtērēlacak olan diyotlarda diyotun 

¿zerinden gemesi gereken ok y¿ksek 

seviyeli akēmē geirebilmesi gerekir. 

 

Bu durumda ¿retici tarafēnda belirtilen 

diyotun alēĸma akēmē, uygulamada 

¿zerinden geecek olan akēmdan en az 

%30 daha fazla olmasē gerekmektedir ki 

saĵlēklē bir alēĸma saĵlanabilsin. 

 

Uygulama sērasēnda mevcut diyotlarēn 

bu ĸartē saĵlayamamasē durumunda 

diyotlarēn paralel baĵlama yoluna gidilir. 

Bu sayede istenilen alēĸma akēmēna 

ulaĸēlabilir. 

Aĸaĵēdaki ĸekilde diyotlarēn paralel 

baĵlanarak alēĸma akēmē arttērēlmasē 

gºr¿lmektedir. 

 

Burada toplam akēm; 

IA= IA1 + IA2 + IA3 olacaktēr. 
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Diyotlarēn Paralel Baĵlanmasē; 

ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi y¿ksek akēmda 

alēĸma gerektiĵinde diyotlar paralel 

baĵlanarak bu akēm deĵeri elde 

edilebilmektedir. Burada; 

ID Ó (Imax.+ %30)  
olacak ĸekilde paralel baĵlanacak olan diyot 

sayēsē belirlenebilmektedir. 

 

Fakat, diyotlarēn paralel baĵlanmasē ok 

istenen bir uygulama deĵildir. ¢¿nk¿ paralel 

baĵlama sayesinde dayanma akēmē artar 

fakat, diyotlar iletim direnlerinin eĸit 

olmamasē nedeniyle, ¿zerlerinden geecek 

akēmē eĸit paylaĸamayacaĵē iin seri 

direnler kullanēlmasē gerekir. Bu da ayrēca 

kayēp anlamēna gelir. 
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Diyotlarda dv/dt Korumasēnēn Saĵlanmasē; 

Yarēiletken malzeme, ani gerilim 

deĵiĸiminde istenmeyen davranēĸlar 

gºsterebilmektedir. 

G¿ diyotlarēnda, diyot ¿zerindeki ters 

gerilim ok kēsa s¿rede ok 

ani olarak deĵer deĵiĸtirecek olursa P-N 

birleĸim y¿zeyleri boĸ bir kondansatºr 

gibi davranarak istenmeyen akēmlarēn 

akmasēna 

neden olabilmekte bu da elemanda 

veya devrede hasarlar 

oluĸturabilmektedir. 

Bu olayēn sēnērlarē ¿retici tarafēndan 

belirtilmekte olup kullanēcē buna gºre 

uygun ºnlem almak zorundadēr. 

Aĸaĵēdaki ĸekilde ¿retici tarafēndan 

verilen, diyotun ºrnek dv/dt karakteristik 

eĵrisi ve diyotun bu olaydan 

etkilenmesini ºnlemek iin alēnan ºnlem 

gºr¿lmektedir. 

(Burada ºrnek dv/dt: 500V/ɛs) 
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Diyotlarda dv/dt Korumasēnēn Saĵlanmasē; 

ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, ok ani olarak ters 

gerilim altēnda kalma riski olan D2 diyodunun 

paraleline, onu bu ani ters gerilimin bozucu 

etkisinden korumak iin bir R-C devresi 

yerleĸtirilmiĸtir. 

Bu sayede diyot ¿zerine gelen ani gerilim 

yumuĸatēlarak karakteristik eĵrideki 500V/ɛs 

sēnērēnēn altēna indirilmekte ve diyotta 

oluĸacak olan ters akēm (ters toparlanma) 

engellenmiĸ olmaktadēr. 

Burada R-C devresi; 

 

t = R.C 
 

zaman sabitesine gºre istenilen oranda 

yumuĸatma yapmaktadēr. 
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Diyotlarda di/dt Korumasēnēn Saĵlanmasē; 

Yarēiletken malzeme, ani akēm 

deĵiĸiminde istenmeyen davranēĸlar 

gºsterebilmektedir.  

G¿ diyotlarēnda, diyot ¿zerinden 

geen akēm ok kēsa s¿rede ok ani 

olarak deĵer deĵiĸtirecek olursa 

yarēiletken P-N maddesinin kristal 

yapēsē daĵēlarak istenmeyen akēmlarēn 

akmasēna neden olabilmekte bu da 

elemanēn kēsa devre olmasē ve devrede 

hasarlar oluĸmasē anlamēna 

gelmektedir. 

Bu olayēn sēnērlarē ¿retici tarafēndan 

elemanēn di/dt eĵrisi olarak 

belirtilmekte olup kullanēcē buna gºre 

uygun ºnlem almak zorundadēr. 

Aĸaĵēdaki ĸekilde ¿retici tarafēndan 

verilen, diyotun ºrnek di/dt karakteristik 

eĵrisi ve diyotun bu olaydan etkilenmesini 

ºnlemek iin alēnan ºnlem gºr¿lmektedir. 

Burada ºrnek di/dt: 50A/ɛs 
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Diyotlarda di/dt Korumasēnēn Saĵlanmasē; 

ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, ok ani olarak 

y¿ksek akēm altēnda kalma riski olan D1 

diyoduna seri olarak, onu bu ani y¿ksek 

akēmēn bozucu etkisinden korumak iin bir 

ñLò end¿ktansē yerleĸtirilmiĸtir. 

Bu sayede diyot ¿zerinden gemek isteyen 

ani y¿ksek akēm yumuĸatēlarak karakteristik 

eĵrideki 50A/ɛs sēnērēnēn altēna indirilmekte 

ve diyotta oluĸacak olan kristal daĵēlmasē 

(yanma) engellenmiĸ olmaktadēr. 

Burada L (L-R) devresi; 

 

t = L / R 
 

zaman sabitesine gºre istenilen oranda 

yumuĸatma yapmaktadēr. 
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dv/dt ve di/dt ºnlemlerini her zaman kullanmak gerekli deĵildir. Ancak y¿ksek 

g¿te ani y¿ksek gerilime veya ani y¿ksek akēma maruz kalma riski varsa 

kullanēlmasē gerekmektedir. 

 

Diyotlarēn seri ve paralel baĵlanmalarē sērasēnda da ani gerilim ve akēm riski 

bulunduĵu taktirde dv/dt ve di/dt ºnlemlerinin alēnmasē gerekmektedir. 

 

Bu durumda gerekli yumuĸatmayē saĵlamak iin, seri baĵlama sērasēnda her bir 

seri diyota paralel olarak R-C devresi, veya paralel baĵlama sērasēnda her bir 

paralel diyoda seri olarak ñLò elemanē yerleĸtirilmelidir. 
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2) Hēzlē Toparlanan Diyot; 

Hēzlē toparlanan g¿ diyotlarēnēn 

genel yapēsē ve alēĸmasē da ĸekilde 

gºr¿ld¿ĵ¿ gibi temel elektronikte 

kullanēlan diyotlarla tamamen aynēdēr. 

Bu diyotlarda da normal diyotlarda 

olduĵu gibi, anot terminaline, katoda 

gºre 0,7V daha pozitif gerilim 

geldiĵinde eleman kendiliĵinden 

iletime geer. 

Hēzlē toparlanan (hēzlē) diyotlarda, genel 

alēĸma ilkeleri, temel karakteristik 

eĵriler, ters toparlanma, alēĸma dalga 

ĸekilleri, seri ve paralel baĵlanmalarē, 

ani akēm ve gerilim davranēĸlarē ve 

korunmalarē genel amalē diyotlardaki 

gibidir. 

Hēzlē diyotlarēn geiĸ zamanlarē 3-5ɛs 

gibi ok kēsa, dolayēsēyla da alēĸma 

frekanslarēnēn 150-200kHz gibi y¿ksek 

olmasēdēr. 2-3kV, 200-300A gibi 

deĵerlere kadar bulunabilen bu diyotlar 

DC-DC ve DC-AC dºn¿ĸt¿r¿c¿lerde ve 

y¿ksek frekanslē uygulamalarda 

kullanēlmaktadērlar. 
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2) Schottky Diyot, Temel Yapēsē ve ¢alēĸmasē; 

Schottky g¿ diyotlarēnēn genel 

yapēsē, temel elektronikte kullanēlan 

diyotlardan olduka farklēdēr. Bu 

diyotlarda ĸekilde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi 

normal diyotlarda olduĵu gibi P-N 

birleĸimi yerine, daha hēzlē olmasē 

iin N-Metal birleĸimi kullanēlmēĸtēr. 

Schottky diyotlarda N-Metal birleĸimi 

kullanēlmasē sayesinde ok d¿ĸ¿k geiĸ 

zamanē dolayēsēyla da ok y¿ksek 

alēĸma frekansē elde edilmekle beraber, 

N-Metal birleĸiminin ters polarmada 

sēzēntē akēm seviyesinin olduka y¿ksek 

olmasē en ºnemli dezavantajlarēdēr. 

Bu diyotlarēn daha ok d¿ĸ¿k gerilim 

y¿ksek akēmlē dºn¿ĸt¿r¿c¿ devrelerinde 

anahtar olarak ve normal g¿ 

devrelerinde koruma elemanē olarak 

kullanēmlarē yaygēndēr. 

¢alēĸma gerilimleri 100V civarēnda 

alēĸma akēmlarē ise 250-300A 

seviyelerine kadar ēkmaktadēr. 
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G¿ Tristºrleri; 

G¿ tristºrleri, kontroll¿ g¿ anahtarlarēdēr. Bu tristºrler; 

1- Genel amalē tristºrler (SCR), 

2- ¢ift yºnl¿ tristºrler (TRIAC), 

3- Kapēsēndan tēkanabilen tristºrler (GTO), 

olmak ¿zere 3 ayrē t¿rde bulunmaktadēr. 

Bu t¿rlerin kendilerine ait ºzellikleri ve buna baĵlē olarak da kullanēm alanlarē 

bulunmaktadēr. 

1- Genel Amalē Tristºr (SCR), Temel Yapēsē ve ¢alēĸmasē: 

Genel amalē g¿ tristºrlerini ñgenel amalē 

diyotun kontroll¿ versiyonuò olarak tanēmlamak 

m¿mk¿nd¿r. ķekilde gºr¿len bu tristºrler 

normal diyotlarda olduĵu gibi kendiliĵinden 

iletime gemezler, ancak bir uyarē aldēklarēnda 

iletime geerler. 
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Tristºr¿n (SCR) yalētēma 

geebilmesi iin iinden gemekte 

olan akēmēn sēfēra d¿ĸmesi veya 

d¿ĸ¿r¿lmesi gerekmektedir. 

Tristºr iletimde olduĵunda tam 

iletim, yalētēmda olduĵunda ise tam 

yalētēm durumunda bulunur, geiĸ 

anē dēĸēnda herhangi bir ara 

durumu yoktur. 

Genel amalē tristºrlerin en ºnemli 

ºzelliĵi d¿ĸ¿k frekanslarda 

alēĸmak iin imal edilmiĸ 

olmalarēdēr (ideal frekans 50-60Hz, 

max.1kHz). 

Genel amalē tristºrler d¿ĸ¿k 

frekansta alēĸmalarē nedeniyle 

y¿ksek akēm ve gerilimlerde 

kullanēlabilirler (5kV-5kA gibi). 

Genel amalē tristºrlerin en ºnemli 

ºzelliklerinden birisi de, geiĸ 

zamanēnēn uzun olmasēna raĵmen, 

iletim i direncinin ok d¿ĸ¿k olmasē 

nedeniyle iletim kayēplarēnēn ok 

d¿ĸ¿k olmasēdēr. 

Bu ºzellikleri ile genel amalē 

tristºrler, ĸebeke geriliminde kontroll¿ 

anahtar olarak alēĸabilen ve yaygēn 

kullanēlan yarēiletken elemanlardēr. 
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Genel Amalē Tristºr¿n (SCR) ¢alēĸtērēlmasē; 

Aĸaĵēdaki ĸekilde genel amalē 

tristºr¿n alēĸtērēlmasē yarēiletken 

yapē ¿zerinde gºr¿lmektedir. Burada 

VS kaynaĵē y¿k¿ beslemekle gºrevli 

olan ana kaynaktēr, VG ise tristºr¿ 

uyarmak iin kullanēlan kaynaktēr. 

Devrede butona basēlmadēĵē s¿rece 

tristºr, doĵru yºnde blokaj (yalētēm) 

durumunda kalacaktēr. Tristºr¿ iletime 

geirebilmek iin butona basēldēĵēnda 

tristºr¿n G-K terminalleri arasēndan ok 

kēsa bir s¿re iin IGK akēmē dolaĸēr. 

Bu durumda G-K arasēndaki PN 

maddeleri iletken haline gelir ve A-K 

arasēnda sadece tek PN birleĸimi 

kalacaĵē iin tristºr iletim ñonò durumuna 

geer ve y¿k ¿zerinden IA akēmē akar. 

Tristºr dcôde iletime getiĵinde artēk 

uyarma gerektirmez. 
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Tristºr¿n Eĸdeĵer Devresi; 

ķekilde tristºr¿n alēĸmasēnē farklē 

bir ĸekilde aēklamak iin 

kullanēlmakta olan transistºrl¿ 

eĸdeĵer devresi gºr¿lmektedir. 

Devredeki transistºrler P-N 

birleĸimlerini, kondansatºrler ise 

kaak kapasitelerdir. 

Eĸdeĵer devreye gºre, G-K terminalleri 

arasēna baĵlanan bir kaynak yardēmēyla 

IGK akēmē akētēldēĵēnda Q2 iletime geer 

ve Q1ôin baz akēmēnē saĵlayarak, IGK 

kesilse de Q2ônin iletimde kalmasēnē 

saĵlar. Bºylelikle ana besleme 

kaynaĵēndan ekilen I akēmē akmaya 

baslar, yani tristºr tamamen iletime 

gemis olur. 

C1,2,3 kondansatºrleri ise P-N 

birleĸimleri arasēndaki boĸluktan 

kaynaklanan kapasiteleri ifade etmekte 

olup tristºr¿n kontrols¿z iletime 

gemesine neden olur. 
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Tristºr¿n (SCR) Temel Test Devresi ve Karakteristik Eĵrisi; 

Aĸaĵēdaki ĸekilde genel amalē 

tristºr¿n temel karakteristik eĵrisinin 

ēkarēldēĵē temel test devresi 

gºr¿lmektedir. 

Aĸaĵēdaki baĵlantē sekli ile SCRônin 

doĵru yºn alēĸmasē, devredeki ñVsò 

bataryasē ters evrilerek de ters yºn 

alēĸmasē test edilebilmektedir. 

Aĸaĵēdaki Sekil2.18ôde genel amalē 

tristºr¿n (SCR) temel karakteristik 

eĵrilerinden akēm-gerilim (Ia-Vak) 

eĵrisi (ēkēĸ karakteristik eĵrisi) 

gºr¿lmektedir. 
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Karakteristik eĵriden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi 

diyot, doĵru yºnde 0,7Vôdan sonra 

kendiliĵinden iletime geerken, SCR 

ancak Vmax. gerilimine ulaĸēldēĵēnda 

kendiliĵinden iletime gemektedir. 

Bu ĸekilde iletime geme istenmeyen 

bir durumdur. SCRônin normal olarak 

iletime geebilmesi iin uyarēlmasē 

gerekmektedir. 

SCRônin uyarēlmasē G-K terminalleri 

arasēndan yapēlēr. 

Ters yºnde ise Vmax. Gerilim deĵerine 

kadar yine SCR g¿venle yalētēmda 

kalacak (blokaj yapacak), bu deĵer 

asēlērsa ise iletime geerek yanacaktēr. 

Tristºr ¿zerine gelecek olan ters gerilim 

deĵeri, tamamen VS kaynak gerilim 

deĵerine baĵlēdēr. 

Bu durumda, genel amalē tristºr¿n; 

doĵru yºnl¿ (A+, K-) gerilimde uyarēlmaz 

ise blokaj yapan, uyarēldēĵē taktirde ise 

tam iletime geen, doĵru yºnl¿ gerilim 

altēnda kontrol edilebilen, ters yºnl¿ (A-, 

K+) gerilimde ise tam yalētēmda kalan bir 

yarēiletken g¿ anahtarē olduĵu 

gºr¿lmektedir. 

Genel amalē tristºr (SCR), bu 

ºzellikleriyle hem AC, hem de DCôde 

alēĸtērēlabilmektedir. 

SCRônin bazē durumlarda sēkēntēya yol 

aan ºzelliĵi ise, doĵru yºnde iletime 

geirildikten sonra, ¿zerine gelen gerilim 

doĵru da olsa ters de olsa, ancak 

iinden geen akēm sēfēra d¿ĸ¿nce 

yalētēma gemesidir. 
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Tristºr¿n ¢alēĸma Dalga ķekilleri; 

G¿ anahtarlarēnēn alēĸma durumlarēnēn 

gºr¿lmesi iin aktif alēĸma sērasēndaki 

akēm-gerilim dalga ĸekillerinin 

incelenmesi gerekmektedir. 

Tristºr¿n doĵru ve ters polarmada 

davranēĸlarē inceleyebilmek iin ĸekildeki 

baĵlantē yapēlabilir. 

ķekilde tristºr¿n devresinin AC 

kaynakta alēĸmasē sērasēndaki dalga 

ĸekilleri gºr¿lmektedir. 
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ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi 0-180Ü aralēĵēnda tristºr istenirse uyarēlarak iletime (on) 

geirilebilir, ēkēĸ gerilimi tristºr¿n iletime gemesinden itibaren gºr¿nmeye baslar. 

Bu sērada tristºr ¿zerindeki gerilim sēfēr (iletim gerilim d¿ĸ¿m¿ ihmal ediliyor), tristºr 

¿zerinden geen akēm ise kaynak veya y¿k akēmē ile aynēdēr. 

180Ü-360Ü aralēĵēnda ise tristºr ters polarmada olduĵu iin yalētēmdadēr (off). Bu 

durumda ēkēĸ gerilimi sēfēr, tristºr ¿zerindeki gerilim d¿ĸ¿m¿ ise kaynak gerilimi ile 

aynēdēr (tristºr¿n bloke ettiĵi gerilim). Bu durumda tristºr ¿zerinden geen akēm, 

dolayēsēyla da devre akēmē ise sēfērdēr. 

Tristºrlerin Seri Baĵlanmasē; 

¥zellikle y¿ksek gerilim altēnda alēĸtērēlacak olan tristºrlerde tristºr¿n ¿zerine gelen 

ok y¿ksek doĵru ve ters gerilimleri bloke etmesi gerekir. 

Bu durumda ¿retici tarafēnda belirtilen tristºr¿n alēĸma gerilimi, uygulamada ¿zerine 

gelecek olan gerilimden en az %30 daha fazla olmasē gerekmektedir ki saĵlēklē bir 

alēĸma saĵlanabilsin. 

Uygulama sērasēnda mevcut tristºrlerin bu ĸartē saĵlayamamasē durumunda 

tristºrlerin seri baĵlama yoluna gidilir. Bu sayede istenilen alēĸma gerilimine 

ulaĸēlabilir. 
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Aĸaĵēdaki ĸekilde tristºrlerin seri 

baĵlanarak alēĸma geriliminin 

arttērēlmasē gºr¿lmektedir. Burada gerilim; 

VT= VT1 + VT2 + VT3 olur. 

ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi y¿ksek 

gerilimde alēĸma gerektiĵinde 

tristºrler seri baĵlanarak bu gerilim 

deĵeri elde edilebilmektedir. Burada; 

VT Ó (Vmax.+ %30) olacak ĸekilde 
seri baĵlanacak olan tristºr sayēsē 

belirlenebilmektedir. 

Fakat, tristºrlerin seri baĵlanmasē ok 

istenen bir uygulama deĵildir. ¢¿nk¿ 

seri baĵlama sayesinde dayanma 

gerilimi artar fakat buna baĵlē olarak 

anahtarēn iletim i direnci de y¿kselir. 

Bu da kayēplarēn artmasē anlamēna 

gelir. 

Ayrēca tristºrlerin hepsinin aynē anda 

ve birbirinden yalētēlarak uyarēlmasē 

gerekecektir. 
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Tristºrlerin Paralel Baĵlanmasē; 

¥zellikle y¿ksek akēm altēnda 

alēĸtērēlacak olan tristºrlerde, 

tristºr¿n ¿zerinden gemesi 

gereken ok y¿ksek seviyeli akēma 

dayanabilmesi gerekir. 

Bu durumda ¿retici tarafēnda 

belirtilen tristºr¿n alēĸma akēmē, 

uygulamada ¿zerinden geecek 

olan akēmdan en az %30 daha 

fazla olmasē gerekmektedir. 

Uygulama sērasēnda mevcut 

tristºrlerin bu ĸartē saĵlayama 

durumunda tristºrlerin paralel 

baĵlama yoluna gidilir. Bu sayede 

istenilen alēĸma akēmēna 

ulaĸēlabilir. 

Aĸaĵēdaki ĸekilde tristºrlerin paralel 

baĵlanarak alēĸma akēmē arttērēlmasē 

devresi gºr¿lmektedir. 

Burada toplam akēm; 

IA= IA1 + IA2 + IA3 
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ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi y¿ksek 

akēmda alēĸma gerektiĵinde tristºrler 

paralel baĵlanarak bu akēm deĵeri 

elde edilebilmektedir. Burada; 

IT Ó (Imax.+ %30)  
olacak ĸekilde paralel baĵlanacak 

olan tristºr sayēsē belirlenebilmektedir. 

 

Fakat, tristºrlerin paralel baĵlanmasē 

ok istenen bir uygulama deĵildir. 

¢¿nk¿ paralel baĵlama sayesinde 

dayanma akēmē artar fakat, tristºrlerin 

iletim direnlerinin eĸit olmamasē 

nedeniyle, ¿zerlerinden geecek 

akēmē eĸit paylaĸamayacaĵē iin seri 

direnler kullanēlmasē gerekir. Ayrēca 

ayrē ayrē uyarēlmalēdērlar. 

Tristºrlerde dv/dt korumasēnēn saĵlanmasē; 

Yarēiletken malzeme, ani gerilim 

deĵiĸiminde istenmeyen davranēĸlar 

gºsterebilmektedir. 

G¿ tristºrlerinde, tristºr ¿zerindeki 

gerilim ok kēsa s¿rede ok ani 

olarak deĵer deĵiĸtirecek olursa P-N 

birleĸim y¿zeyleri bos bir 

kondansatºr gibi davranarak 

istenmeyen akēmlarēn akmasēna ve 

iletime neden olabilmekte bu da 

elemanda veya devrede hasarlar 

oluĸturabilmektedir. 

Bu olayēn sēnērlarē ¿retici tarafēndan 

belirtilmekte olup kullanēcē buna gºre 

uygun ºnlem almak zorundadēr. 
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Aĸaĵēdaki ĸekilde ¿retici tarafēndan 

verilen, tristºr¿n ºrnek dv/dt 

karakteristik eĵrisi ve tristºr¿n bu 

olaydan etkilenmesini ºnlemek iin 

alēnan ºnlem gºr¿lmektedir. 

Burada ºrnek dv/dt: 500V/ɛs 

ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, ok ani olarak 

doĵru veya ters gerilim altēnda kalma riski 

olan T tristºr¿n¿n paraleline, onu bu ani  

gerilimin bozucu etkisinden korumak iin 

bir R-C devresi yerleĸtirilmiĸtir. 

Bu sayede tristºr ¿zerine gelen ani gerilim 

yumuĸatēlarak karakteristik eĵrideki 

500V/ɛs sēnērēnēn altēna indirilmekte ve 

istenmeyen kontrol dēĸē iletim (akēm) 

engellenmiĸ olmaktadēr. 

Burada R-C devresi; 

 

T= R.C 

 

zaman sabitesine gºre istenilen oranda 

yumuĸatma yapmaktadēr. 
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Tristºrlerde di/dt korumasēnēn saĵlanmasē; 

G¿ tristºrlerinde, tristºr 

¿zerinden geen akēm ok kēsa 

s¿rede ok ani olarak deĵer 

deĵiĸtirecek olursa yarēiletken 

P-N maddesinin kristal yapēsē 

daĵēlarak istenmeyen akēmlarēn 

akmasēna neden olabilmekte bu 

da elemanēn kēsa devre olmasē 

ve devrede hasarlar oluĸmasē 

anlamēna gelmektedir. 

Bu olayēn sēnērlarē ¿retici 

tarafēndan elemanēn di/dt eĵrisi 

olarak belirtilmekte olup 

kullanēcē uygun ºnlem almak 

zorundadēr. 

Aĸaĵēdaki ĸekilde ¿retici tarafēndan verilen, 

tristºr¿n ºrnek di/dt karakteristik eĵrisi ve 

tristºr¿n bu olaydan korunmasē gºr¿lmektedir. 

Burada ºrnek di/dt: 50A/ɛsôdir. 
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ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, ok ani 

olarak y¿ksek akēm altēnda kalma 

riski olan T1 tristºr¿ne seri olarak, 

onu bu ani y¿ksek akēmēn bozucu 

etkisinden korumak iin bir ñLò 

end¿ktansē yerleĸtirilmiĸtir. 

Bu sayede tristºr ¿zerinden gemek 

isteyen ani y¿ksek akēm 

yumuĸatēlarak karakteristik eĵrideki 

50A/ɛs sēnērēnēn altēna indirilmekte 

ve tristºrde oluĸacak olan kristal 

daĵēlmasē (yanma) engellenmiĸ 

olmaktadēr. 

Burada L (L-R) devresi; 

T= L / R 

zaman sabitesine gºre istenilen 

oranda yumuĸatma yapmaktadēr. 

dv/dt ve di/dt ºnlemlerini her zaman 

kullanmak gerekli deĵildir. Ancak 

y¿ksek g¿te ani y¿ksek gerilime veya 

ani y¿ksek akēma maruz kalma riski 

varsa kullanēlmasē gerekmektedir. 

Tristºrlerin seri ve paralel 

baĵlanmalarē sērasēnda da ani gerilim 

ve akēm riski bulunduĵu taktirde dv/dt 

ve di/dt ºnlemlerinin alēnmasē 

gerekmektedir. 

Bu durumda gerekli yumuĸatmayē 

saĵlamak iin, seri baĵlama sērasēnda 

her bir seri tristºre paralel olarak R-C 

devresi, veya paralel baĵlama 

sērasēnda her bir paralel tristºre seri 

olarak ñLò elemanē yerleĸtirilmelidir. 
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Tristºr¿n (SCR) Kontrol Dēĸē Ķletime Gemesi; 

Bilindiĵi gibi tristºrlerin kontroll¿ 

olarak iletime geirilmesi iin G-

K arasēndan kēsa s¿reli bir akēm 

akētmaktadēr. Bu durumda tristºr 

ñoffò konumdan ñonò konuma 

gemektedir. 

Bazē durumlarda ise tristºr 

istenmediĵi halde kontrol dēĸē 

olarak iletime geebilmekte ve 

hem kendisinin, hem y¿k¿n hem 

de etrafēndaki elemanlarēn tahrip 

olmasēna neden olmaktadēr. 

Tristºrlerin kontrol dēĸē olarak iletime 

gemesine, dolayēsēyla da bozulmasēna 

neden olan 4 durum vardēr. Bu durumlar; 

1) Y¿ksek sēcaklēk, 

2) Y¿ksek voltaj, 

3) Hēzlē gerilim deĵiĸimi, 

4) Hēzlē akēm deĵiĸimi. 

 

1- Y¿ksek sēcaklēkla iletim; 

Tristºr, alēĸmasē sērasēnda iletim ve 

anahtarlama kayēplarē nedeniyle 

ēsēnmaktadēr. Eĵer bu ēsē enerjisi tristºr 

¿zerinden yeterince alēnamazsa 

ēsēnmaya devam eder ve dayanma 

sēcaklēĵē asēldēĵēnda yanar. 
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Tristºr¿n y¿ksek sēcaklēktan etkilenerek zarar gºrmesini engelleyebilmek iin tristºr 

¿zerinde oluĸacak ēsē enerjisi hesaplanarak bu enerjiyi ortama yaymak iin uygun 

boyutta soĵutucu belirlenmeli ve tristºr bu soĵutucuya baĵlanmalēdēr. 

 

Eĵer gerekiyorsa fan veya sēvēlē soĵutma d¿zeneĵi kullanēlarak soĵutucu ¿zerinden 

ēsē transferi daha hēzlē yapēlmalēdēr. 

2- Y¿ksek voltajla iletim; 

Y¿ksek voltaj nedeniyle tristºr¿n kontrol dēĸē olarak iletime geerek zarar gºrmesi, 

tristºr¿n ¿zerine gelen doĵru veya ters yºnl¿ gerilimin, tristºr¿n dayanma (alēĸma) 

geriliminin ¿zerine ēkmasē durumunda gerekleĸir. 

 

Tristºr¿n bu olaydan zarar gºrmesini engelleyebilmek iin tristºr gerilimi, tristºr 

¿zerine gelebilecek olan en y¿ksek gerilim deĵerinden en az %30 daha y¿ksek 

seilmelidir. 

Özer ŞENYURT ¥zer ķENYURT    www.ozersenyurt.net ï www.orbeetech.com    / 36 

   G¿ Elektroniĵi ï 1 



3- Hēzlē gerilim deĵiĸimi (dv/dt); 

Daha ºnce aēklandēĵē gibi tristºr, 

¿retici tarafēndan belirlenen dv/dt 

deĵerinden daha hēzlē deĵiĸen bir 

gerilimle karsē karsēya kaldēĵēnda, 

i kapasitelerinin etkisiyle 

uyarēlmadēĵē halde ¿zerinden akēm 

akētmaya baslar yani iletime geer. 

Bu istenmeyen iletim tristºre, y¿ke 

ve devreye zarar verir. 

 

Bilindiĵi gibi bu olayē engellemek 

iin, ani gerilimi yumuĸatmak 

amacēyla, tristºre paralel olarak bir 

RC baĵlanēr. 

4- Hēzlē akēm deĵisimi (di/dt); 

Yine daha ºnce aēklandēĵē gibi tristºr, 

¿retici tarafēndan belirlenen di/dt 

deĵerinden daha hēzlē deĵiĸen bir 

akēmla karsē karsēya kaldēĵēnda, i 

kapasitelerinin etkisiyle uyarēlmadēĵē 

halde ¿zerinden akēm akētmaya baslar 

ve kēsa devre olur. Bu istenmeyen 

iletim tristºre, y¿ke ve devreye zarar 

verir. 

 

Bilindiĵi gibi bu olayē engellemek iin, 

ani akēmē yumuĸatmak amacēyla, 

tristºre seri olarak bir ñLò baĵlanēr. 
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Tristºr¿n Yalētēma Geirilmesi; 

Bilindiĵi gibi tristºr (SCR), iletime 

gemesi kontrol edilebilen fakat 

yalētēma gemesi kontrol 

edilemeyen bir yarēiletken g¿ 

anahtarēdēr. 

 

Tristºr¿n yalētēma geebilmesi 

iin diyotlarda olduĵu gibi ters 

polarma altēna girmesi yeterli 

deĵildir. Tristºr¿n yalētēma 

geebilmesinin tek ĸartē, A-K 

arasēndan akmakta olan akēmēn 

ok kēsa bir s¿re iin ñsēfēròa 

ekilmesidir. AC kaynakta yºn 

deĵiĸtiĵi iin bu olay 

kendiliĵinden gerekleĸir. 

Bu durumda ºzellikle DCôde alēĸmakta 

olan bir tristºr¿ yalētēma geirebilmek iin 

iinden geen akēmē kēsa bir s¿re iin 

sēfēra d¿ĸ¿rebilecek yºntemler kullanmak 

gerekmektedir. Bu durumda, tristºr¿ 

susturma yºntemleri; 

 

1) Seri anahtar kullanarak, 

2) Paralel anahtar kullanarak, 

3) Seri ayarlē diren kullanēlarak, 

4) Ayarlē kaynak kullanarak, 

5) Ters gerilim kullanēlarak, 

 

olmak ¿zere 5 farklē t¿rdedir. Bu 

yºntemleri ayrēntēlē olarak aēklayalēm. 

Özer ŞENYURT ¥zer ķENYURT    www.ozersenyurt.net ï www.orbeetech.com    / 38 

   G¿ Elektroniĵi ï 1 



1- Tristºr¿n (SCR) seri anahtar kullanarak yalētēma geirmesi; 

Bu yºntem, aĸaĵēdaki ĸekilde 

gºr¿ld¿ĵ¿ gibi tristºr¿n anod 

devresine seri bir anahtar 

(buton) baĵlayarak 

uygulanabilmektedir. Burada 

iletimde olan bir tristºr 

gºr¿lmektedir. 

Bu yºntemde, iletimde olan ñTò tristºr¿n¿ 

yalētēma geirebilmek amacēyla butona 

basēlarak ok kēsa bir s¿reliĵine ñIaò akēmē 

kesildiĵinde tristºr iinden geen akēm 

sēfēra d¿ĸeceĵi iin yalētēma gemiĸ olur. 

 

Bu yºntem ok basit ve kolay 

uygulanabilir olmasēna karĸēn ancak 

d¿ĸ¿k akēm ve gerilim seviyelerinde 

kullanēlabilir. 

 

Bunun nedeni, y¿ksek akēm ve gerilimde 

ark oluĸmasē nedeniyle buton ile 

kontrol¿n imkansēz hale gelmesidir. 
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2- Tristºr¿n (SCR) paralel anahtar kullanarak yalētēma geirmesi; 

Bu yºntem, aĸaĵēdaki ĸekilde 

gºr¿ld¿ĵ¿ gibi tristºr¿n anod-katot 

arasēna paralel bir anahtar (buton) 

baĵlayarak uygulanabilmektedir. 

Burada iletimde olan bir tristºr 

gºr¿lmektedir. 

Bu yºntemde, iletimde olan ñTò tristºr¿n¿ 

yalētēma geirebilmek amacēyla butona 

basēlarak ok kēsa bir s¿reliĵine devreden 

geen ñIaò akēmē buton ¿zerine alēnēr, bu 

sērada tristºr akēmē sēfēra d¿ĸeceĵinden 

eleman yalētēma gemiĸ olur. 

 

Bu yºntem ok basit ve kolay uygulanabilir 

olmasēna karsēn ancak d¿ĸ¿k akēm ve 

gerilim seviyelerinde kullanēlabilir. 

 

Bunun nedeni, y¿ksek akēm ve gerilimde 

ark oluĸmasē nedeniyle buton ile kontrol¿n 

imkansēz hale gelmesidir. 
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3- Tristºr¿n (SCR) seri diren kullanarak yalētēma geirmesi; 

Bu yºntem, aĸaĵēdaki ĸekilde 

gºr¿ld¿ĵ¿ gibi tristºre seri bir ayarlē 

diren (reosta) baĵlayarak ve bu 

ayarlanarak uygulanabilmektedir. 

Burada tristºr iletimde, reosta ise 

kēsa devre konumundadēr. 

Bu yºntemde, iletimde olan ñTò tristºr¿n¿ 

yalētēma geirebilmek amacēyla reosta 

deĵeri arttērēlēp aēk devreye gºt¿r¿lerek, 

bir s¿reliĵine ñIaò akēmē sēfērlanēr, bu sērada 

tristºr akēmē sēfēra d¿ĸeceĵinden eleman 

yalētēma gemiĸ olur. 

 

Bu yºntem ok basit ve y¿ksek g¿te 

uygulanabilir olmasēna karsēn, reosta 

maliyeti, boyutu ve kayēplarē olduka 

b¿y¿kt¿r. 

 

Ayrēca, her seferinde tristºr susturulduktan 

sonra reostanēn tekrar kēsa devre 

konumuna getirilmesi gerekmektedir. 

Özer ŞENYURT ¥zer ķENYURT    www.ozersenyurt.net ï www.orbeetech.com    / 41 

   G¿ Elektroniĵi ï 1 



4- Tristºr¿n (SCR) ayarlē kaynak kullanarak yalētēma geirmesi; 

Bu yºntem, aĸaĵēdaki ĸekilde gºr¿ld¿ĵ¿ 

gibi y¿k¿ besleyen ana kaynaĵē ayarlē 

yaparak ve bu ayarlanarak 

uygulanabilmektedir. Burada tristºr 

iletimde, kaynak ise en y¿ksek deĵer 

konumundadēr. 

Bu yºntemde, iletimde olan ñTò 

tristºr¿n¿ yalētēma geirebilmek 

amacēyla kaynak gerilimi deĵeri 

azaltēlēp sēfēra doĵru gºt¿r¿lerek, bir 

s¿reliĵine ñIaò akēmē sēfērlanēr, bu sērada 

tristºr akēmē sēfēra d¿ĸeceĵinden 

eleman yalētēma gemiĸ olur. 

 

Bu yºntem y¿ksek g¿te uygulanabilir 

olmasēna karsēn, ayarlē kaynak maliyeti 

olduka y¿ksek, hēzē d¿ĸ¿k olacaktēr. 

 

Ayrēca, bu kaynak baĸka y¿kleri 

beslemek iin kullanēlamayacaktēr. Bu 

nedenle pek uygun deĵildir. 
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5- Tristºr¿n (SCR) ters gerilim kullanarak yalētēma geirmesi; 

Bu yºntem, aĸaĵēdaki ĸekilde 

gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, tristºr ularēna, 

bir anahtar ¿zerinden ters bir 

kaynak baĵlanarak 

uygulanabilmektedir. Burada 

tristºr iletimde, ters kaynak ise 

pasif konumdadēr. 

Bu yºntemde, iletimde olan ñTò tristºr¿n¿ 

yalētēma geirebilmek amacēyla butona 

basēlarak ñVTò kaynaĵē tristºr ularēna ters 

olarak baĵlanēr. VT Ó Vs olduĵundan VT 

kaynaĵē VSônin tristºr ¿zerinden 

geirmekte olduĵu ñIaò akēmēnē bastērarak 

kendi akēmēnē akētmak isteyecektir. Bu 

sērada tristºr akēmē sēfēra d¿ĸeceĵinden 

eleman yalētēma gemiĸ olur. 

 

Bu yºntem t¿m g¿lerde rahatlēkla 

uygulanabilmektedir. Uygulamada ñVTò 

kaynaĵē yerine ĸarj edilmiĸ bir kondansatºr 

kullanēlmaktadēr. 
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¥zellikle orta ve y¿ksek g¿l¿ DC 

kaynaklē uygulamalarda, anahtar 

olarak tristºr seilmesi durumunda, 

kullanēlmakta olan ters gerilimle 

susturma (yalētēma geirme) yºntemi 

ile ilgili bir uygulama devresi 

aĸaĵēdaki ĸekilde gºr¿lmektedir. 

 

ķekilden gºr¿ld¿ĵ¿ gibi T1 tristºr¿n¿n 

susturmak iin gerekli olan ters gerilim 

ñCò kondansatºr¿ne depolanmakta T2 

tristºr¿ ise bu kondansatºr ¿zerindeki 

ters gerilimin, susturulmak istenen T1 

tristºr¿ne uygulanmasēnē 

saĵlamaktadēr. 

 

Kēsacasē, T1 tristºr¿ uyarēldēĵēnda 

devre 

alēĸmakta, T2 tristºr¿ uyarēldēĵēnda 

ise durmaktadēr. 

 

Bu arada kondansatºr de yardēmcē 

elemanlar ¿zerinden tekrar ĸarj 

olmaktadēr. 
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